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FIG. 1

(57) Abstract : The present invention
concerns an electrolyte composition for de-
positing copper onto semi-conductive sub-
strates covered with a barrier layer. This
electrolyte contains a combination of imi-
dazole and 2,2'-bipyridine, used as a sup-
pressor, and thiodiglycolic acid, used as an
accelerator. The combination of these ad-
ditives makes it possible to obtain bottom-
up filling on very narrow trenches, typical-
ly narrower than 100 nm.

(57) Abrégé : La présente invention a pour
objet une composition d'électrolyte pour le
dépdt de cuivre sur des substrats semi-con-
ducteurs recouverts d'une couche barriére.
Cet électrolyte contient la combinaison
d'imidazole et de 2,2'-bipyridine, utilisée
comme suppresseur, et de 'acide thiodigly-
colique, utilisé comme accélérateur. La
combinaison de ces additifs permet d'obte-
nir un remplissage bottom- up sur des tran-
chées de trés faible largeur, typiquement
inférieure a 100 nm.



